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Koska molempien reunapuolien (solmu nl ja
solmu n2) logiikkatasot NMUsi1ssa, jokﬁﬁon
liitetty sanalinjaan, on asetettu samalle
tasolle vastaten lastun salli%ésignaalin
logiikkatasoa, jopa muistissa, jossa on MOS-
transistori, jolla on lyhyt hilapituus joh-
tuen vaastointikapasiteetin kasvusta, vuoto-
virtaa voidaan estdd kulkemasta lastun odo-
tustilassa.

Eftersom logiknivder av bdda kantsidor (knu-
tar nl och n2) i NMOS, som har anslutits
till en ordlinje, har stillts p& samma nivd
som motsvarar logiknivdn av flisans tilldt-
ningssignal dven i minnet, som har en MOS~
transistor med kort gallerldngd p.g.a till-
vaxt av lagringskapacitet, kan 1l&ckflddet
féorhindras att strbmma i flisans vante-
tillstdnd.
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